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【57】申請專利範圍
1.　一種高電子遷移率電晶體，包括：一基材；一緩衝層，位於該基材上；一氮化鎵層，位
於該緩衝層上且形成一通道層；一二維材料結構，位於該通道層上；一覆蓋層，局部覆

蓋該二維材料結構；一汲極及一源極，分別設置於該二維材料結構上；以及一閘極，設

置於該覆蓋層上；其中，該二維材料結構包括二連接部及一延伸部，各該連接部分別連

接該延伸部，且各該連接部之厚度大於該延伸部之厚度。

2.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該延伸部係由至少一二維材料層所構成。
3.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中各該連接部係由複數二維材料層堆疊而
成，且該複數二維材料層之層數大於 5層。

4.　如請求項 3所述之高電子遷移率電晶體，其中該複數二維材料層堆疊為塊狀結構。
5.　如請求項 3所述之高電子遷移率電晶體，其中於該複數二維材料層中之任一二維材料層
之尺寸不小於堆疊於上方之相鄰二維材料層之尺寸。

6.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該汲極及該源極分別設置於各該連接部上
以形成歐姆接觸。

7.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中於各該連接部及該延伸部之連接處形成一
漸變結構，且該漸變結構自鄰近各該連接部處朝鄰近該延伸部處呈厚度漸減。

8.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該覆蓋層僅覆蓋該二維材料結構之該延伸
部，且該覆蓋層之頂面與各該連接部之頂面在同一平面上。

9.　如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該覆蓋層僅覆蓋該二維材料結構之該延伸
部，且該覆蓋層之頂面與各該連接部之頂面不在同一平面上。

10.   如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該二維材料結構之材料係選自於MoS2、

WS2、α-P、Sb、TiCO2、Hf2CO2、Zr2CO2、BCN、B2Se2、BCP、BP、BAs所組成之群
組。

11.   如請求項 1所述之高電子遷移率電晶體，其中該覆蓋層係以氮化鎵鋁材料所構成。
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圖式簡單說明

圖 1為本發明之高電子遷移率電晶體之第一實施例之示意圖。
圖 2為本發明之高電子遷移率電晶體之第一實施例之局部結構示意圖。
圖 3為本發明之高電子遷移率電晶體之第二實施例之示意圖。
圖 4為本發明之高電子遷移率電晶體之第二實施例之局部結構示意圖。
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